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溶体型混晶半導体の一つであるシリコン（Si）とゲルマニウム（Ge）の二成分系材料｛Si xGe 1-x  







 本研究では、Si x Ge 1-x  (0 ≤ x ≤ 1)を対象として、全率固溶体型混晶半導体の凝固現象を基礎的











本論文は、第 1 章で、研究背景や従来の研究について概説し本研究の目的を述べた。第 2 章で
は、実験方法について説明した。第 3 章では、上記（1）～（3）について詳細な実験結果を報告
しつつ、Si x Ge 1-xの融液成長過程を考察した。第 4 章で本研究を総括した。 
  
本論文は、全率固溶体型混晶半導体 Si x Ge 1-x の凝固過程に生じる基礎現象を実験的に明らかに
しており、結晶成長学の発展に寄与する成果が得られたと評価できる。この成果は、提出者の高
倉元気が自立して研究活動を行うに必要な研究能力と学識を有することを示している。よって、
博士（理学）の学位論文として合格と認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
